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【はじめに】YMnO3型ReFeO3(Re:希土類) は、Reイオンの変位と三角両錐FeO5のバックリングに

より自発分極を生じる間接型強誘電体であり、弱強磁性を示すことからマルチフェロイック材料

として研究されている。Mn化合物に比べ交換相互作用が強いYMnO3型ReFeO3は、高い磁気転移温

度を示す。この磁気相転移温度は、Reのイオン半径が小さくなるとほど上昇する傾向があり、

Sc0.8Lu0.2FeO3の175 Kが報告された中で最高の磁気相転移温度である。[1] しかし、ScFeO3では

Bixbyite型構造が安定化し、これまでにYMnO3型ScFeO3の報告例はなかった。我々は、適切な単結

晶基板上にエピタキシャル成長させることでYMnO3型ScFeO3の作製に成功した。本発表では、

YMnO3型ScFeO3の強誘電性、磁性の物性評価と界面構造の観察結果について報告する。 

【実験方法】PLD法を用いてYMnO3型構造ScFeO3薄膜を作製した。ターゲットには化学量論比で

混合したセラミックスターゲットを用いた。作製した膜の構造は4軸X線回折装置(XRD)、走査透

過型顕微鏡(STEM)で評価した。下部電極にSrTiO3(111)基板上のLa0.8Sr0.2MnO3薄膜、上部電極にPt

を用いてキャパシタ構造を作製し、強誘電性測定を行った。 

【結果と考察】X 線回折測定および STEM 観察から YMnO3型 ScFeO3が La0.8Sr0.2MnO3薄膜上にエ

ピタキシャル成長していることを確認した。YMnO3 型 ScFeO3 薄膜は、強誘電性ヒステリシスル

ープおよび TN=195 K の弱強磁性を示した。この磁気相転移温度は、報告されている YMnO3 型

ReFeO3の中で最高温度である。図 1 に ScFeO3/La0.8Sr0.2MnO3界面の HAADF-STEM 像を示す。界

面には Sc イオン対で構成される単一層が形成してお

り、対の１つの Sc イオンは上方に変位している。こ

の変位は、La0.8Sr0.2MnO3の Mn イオンからのクーロン

反発の影響と考えられる。また、様々なペロブスカイ

ト型化合物上に堆積させた結果、低価数の B サイトを

持つ化合物で単相の YMnO3型 ScFeO3が得られた。こ

の結果は、ペロブスカイト化合物の B サイトからのク

ーロン反発が界面層の形成に影響していることを示

唆する。 
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Fig.1 HAADF-STEM image of  

the ScFeO3/La0.8Sr0.2MnO3 interface. 
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